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Propriétés de transistors « Planar » au Silicium à de très faibles courants, par J. Zeller et R. Dessoulavy,
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chaire d'élec-

PROPRIETES DE TRANSISTORS « PLÄNÄR » AU SILICIUM
Ä DE TRÈS FAIBLES COURANTS m '^^0;0^j^^^^^ÊÊt
par J. ZELLER et R. DESSOULAVY, chaire d'électronique de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL).

Sommaire

Les propriétés statiques et dynamiques relevées sur des
transistors « Planar » au Si confirment la validité du schéma
de remplacement en tt. Grâce à ce schéma, on peut prévoir le
comportement en régime alternatif ou en régime d'impulsions
d'un montage amplificateur. Ces résultats sont confirmés par
l'expérience. Aux très faibles courants, la fréquence d'utilisation

maximum d'un montage à transistors est réduite
considérablement du fait de l'importance relative des capacités parasites.

1. Introduction

Il peut être intéressant, dans certaines utilisations, de
réduire au minimum la puissance consommée par des

dispositifs à transistors.
Les raisons en sont les suivantes :

— L'énergie à disposition est faible (par exemple satellite,
montre électronique, appareils portables en général,
si leur poids ou leur volume sont limités).

— La dissipation de chaleur par élément doit être réduite
au minimum (circuits à grande densité d'éléments,
pour lesquels l'évacuation de la chaleur sans augmentation

excessive de la température locale limite la
dissipation par élément).

Pour diminuer la consommation d'énergie d'un
dispositif à transistors, il faut réduire la tension et le
courant.

La tension de service ne peut guère être réduite en
dessous du volt, étant donné la tension nécessaire à la
polarisation de la diode base-émetteur ; on peut agir de
manière beaucoup plus efficace sur le courant, en le
réduisant à des valeurs extrêmement faibles de l'ordre
de grandeur de 10-9 A.

Cependant, les transistors usuels au Ge ne peuvent
fonctionner à de très faibles courants pour les raisons
suivantes :

— courant inverse de collecteur Icb0 trop élevé ;

— baisse du gain en courant hps, due principalement à
la recombinaison des porteurs minoritaires à la
surface du transistor dans la région de la jonction base-
émetteur.

L'utilisation de transistors au Si permet d'obtenir des

courants inverses pratiquement négligeables [Icb0 <
10~9 A). D'autre part, grâce au procédé « Planar »

(protection de la surface du transistor, en particulier des
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